EHB428
Endiistriyel Elektronik
(Kisa Smav 3)

Sekil-3a’daki devrede anahtar olarak bir giic MOSFET1 kullamliyor.
MOSFET In gecit-kaynak gerilimi-gecit yiikii karakteristigi Sekil-3b’de verilmistir.
Devre i¢ direnci Rg = 50 Ohm olan bir kaynakla siiriiliiyor. MOSFET i¢cin V1 = 3V
olarak verilmistir.

a- Savak alimimn t; ylikselme siiresinin t; = 50nsn olmasi istendigine gore siiriicii
isaretin genligi (Vgg ) nasil secilmelidir? Hesaplayimz.

b- tow toplam iletime gimme siiresini ve torr toplam kesime gitme siirelerini
bulunuz.
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